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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Плазмонне захоплення світла для високоефективних тонкоплівкових сонячних елементів

Назва роботи англійською:
Plasmonic light trapping for highly efficient thin films solar cells

Реферат українською:
  Звіт подається в одному томі: 45 с., 10 рис, 1 табл., 67 джерел. Ключові слова: ІОННО-ПЛАЗМОВА
ТЕХНОЛОГІЯ, НАНОКОМПОЗИТНІ ПЛІВКИ, ОКСИДНІ МАТРИЦІ, ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СТРУКТУРА ТА
СКЛАД, ПЛАЗМОНІКА, ПЛІВКИ Al, ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕРМІЧНІ ВІДПАЛИ, ФОТОВОЛЬТАЇКА. Обєкт дослідження –
іонно-плазмова технологія отримання нанокомпозитних плівок та технологія отримання надтонких плівок
алюмінію. Метою даного етапу проекту є розробка технології формування збагачених кремнієм
нанокомпозитних плівок SiOx(Si) та SixOyNz(Si) з нанокристалами кремнію і процеси формування Al
наночастинок на поверхні кремнієвої підкладинки. У результаті роботи розроблено технологію іонно-
плазмового осадження збагачених кремнієм нанокомпозитних плівок SiOx(Si), SiOxNy(Si) та SiAlzOxNy(Si) з
нанокристалами кремнію та досліджено їх структурні та оптичні характеристики. Встановлено, що плівки
мають низьке поглинання та значну прозорість в УФ-видимому діапазоні – ближній ІЧ-області спектру.
Атоми Al знаходяться у зв’язаному стані (частинки металу не утворюються). Розроблено технологію
формування надтонких плівок Al та встановлено вплив термічного відпалу на структуру та оптичні
властивості плівок. Встановлено, що після термічного відпалу плівка Al стає пористою. Падіння оптичного
пропускання в короткохвильовій області може бути довгохвильовим плечем локалізованої смуги
поверхневого плазмонного резонансу в наночастинках алюмінію. Така стрічка корисна для
фотоелектричних пристроїв для поглинання світла в УФ-діапазоні. Встановлено покращення відбивної
здатності p-Si/Al/SiOx структур у довгохвильовому діапазоні 620...920 нм. Отримані результати можуть бути
застосовані для формування структури p-Si/Al/SiOx на тильній стороні при виготовленні тонкоплівкових
сонячних елементів

Реферат англійською:
The report is presented in one volume: 45 p., 10 figs, 1 table, 67 sources. Keywords: ION PLASMA TECHNOLOGY,
NANOCOMPOSITE FILMS, OXIDE MATRICES, OPTICAL PROPERTIES, STRUCTURE AND COMPOSITION,
PLASMONICS, Al FILMS, TECHNOLOGIES, THERMAL ANNEALS, PHOTOVOLTAICS. The object of research is the
ion-plasma technology of obtaining of the nanocomposite films and the technology of obtaining of the ultra-thin
aluminum films. The purpose of this stage of the project is to develop the technology of forming silicon-enriched
nanocomposite films SiOx(Si) and SixOyNz(Si) with silicon nanocrystals and the processes of forming Al
nanoparticles on the surface of the silicon substrate. As a result of this work, the ion-plasma deposition technology
of silicon-enriched nanocomposite films SiOx(Si), SiOxNy(Si) and SiAlzOxNy(Si) with silicon nanocrystals was
developed and their structural and optical characteristics were investigated. It was established that the films had
low absorption and significant transparency in the UV-visible range - near-IR spectral region. Al atoms are in the
bound state (metal particles are not formed). The technology of forming of the ultra-thin Al films was developed
and the effect of thermal annealing on the structure and optical properties of the films was established. It was
found that after thermal annealing, the Al film becomes porous. The drop in optical transmittance in the short-
wavelength region can be the long-wavelength shoulder of the localized surface plasmon resonance band in
aluminum nanoparticles. Such the band is useful for photovoltaics to absorb light in the UV range. The
improvement in the reflectivity of p-Si/Al/SiOx structures in the long-wave range of 620...920 nm has been
established. The obtained results can be applied to the formation of the p-Si/Al/SiOx structure on the back side in
the manufacture of thin film solar cells.
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